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(54) Title: METHOD FOR THERMALLY TREATING A SUBSTRATE THAT COMPRISES SEVERAL LAYERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR THERMISCHEN BEHANDLUNG EINES MEHRERE SCHICHTEN AUFWEISENDEN
SUBSTRATS

(57) Abstract: The aim of the invention is to stop the progression of a lateral oxidation of a layer of a multi-layer substrate at a
defined point. To achieve this aim, the invention provides a method for thermally treating a substrate that comprises several layers,
especially a semiconductor wafer, according to which a substrate layer that is covered from above and from below is oxidized from
the lateral edges thereof to the center in such a manner that a defined center portion is not oxidized. The inventive method comprises
the following steps: heating the substrate in a process chamber to a defined treatment temperature; introducing a hydrogen-rich
water vapor into the process chamber for a defined period of time; and introducing dry oxygen or an oxygen-rich water vapor into
the process chamber once the defined period of time has expired. The hydrogen-rich water vapor can be introduced into the process
chamber either before, during and/or after the substrate is heated.

(57) Zusammenfassung: Um bei einer seitlich fortschreitenden Oxidation einer Schicht eines mehrschichtigen Substrats zu er-
mdglichen, dass das Fortschreiten der seitlichen Oxidation an einem bestimmten Punkt gestoppt wird, ist geméB der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren zur thermischen Behandlung eines mehrere Schichten aufweisenden Substrats, insbesondere eines Halb-
leiterwafers, vorgesehen, bei dem eine von oben und unten abgedeckte Schicht des Substrats von dessen Seitenkante aus zur Mitte
hin derart oxidiert wird, dass ein definierter Mittelbereich nicht oxidiert. Das Verfahren beinhaltet erfindungsgemiss die folgenden
Verfahrensschritte: Erwérmen des Substrats in einer Prozesskammer auf eine vorgegebene Behandlungstemperatur; Einleiten eines
wasserstoffreichen Wasserdampfes in die Prozesskammer fiir eine vorgegebene Zeitdauer; und Einleiten von trockenem Sauerstoff
oder einem sauerstoffreichen Wasserdampf in die Prozesskammer nach Ablauf der vorgegebenen Zeitdauer, wobei das Einleiten des
wasserstoffreichen Wasserdampfes in die Prozesskammer vor, wihrend und/oder nach dem Erwérmen des Substrats erfolgen kann.



